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【はじめに】 近年、高周波デバイスにおいてGaAsに比べて高電圧動作・高出力化が可能なGaNに関す

る研究開発が盛んである。GaN-HEMT の配線は GaAs-HEMT と同様に蒸着により作製した電極上に Au

めっき配線を形成した構造が広く用いられるが、6 回対称である GaN(0001)と FCC 構造である Au の最密

充填面は原子配列が一致するため、Au の結晶性が基板の影響を受ける可能性がある。そこで、

GaN(0001)直上に成膜した蒸着メタルの結晶性及び、その結晶性がめっき配線に及ぼす影響について

調査した。 
 

 

【実験方法】 基板は SiC/AlN/GaN/AlGaN 基板を用いた。前処理として酸処理を行った仕様(No.1)、結

晶構造の異なる(BCC)構造を有するNb層を蒸着メタルに挿入した仕様(No.2)、GaN表面にプラズマ処理

を施し、結晶を乱した仕様(No.3)のサンプルを作製し、蒸着メタルの結晶性を X 線回折により評価した。

表 1 にサンプル作製条件を示す。また、蒸着メタル上に Au めっきを行い、表面及び断面観察を行った。 
 

 

【結果】 各サンプルの X 線回折2θ−ωスキャンを行った結果、Au 層の Au(111)面が GaN(0001)面に対し

優先配向していた。次に、Au(420)面のφスキャンを行った。No.1 では 60˚間隔で鋭い回折ピークが確認さ

れ、エピタキシャル成長していることがわかった（図 1）。No. 2 においても周期的な回折ピークが確認され

たが、No.1 と比較して面内の成長方向が 30˚回転しており、強度も低いことがわかった。No.3 においては

回折の周期性は見られず、エピタキシャル成長していないことが示唆された。表1にAu(111)面のロッキン

グカーブの半値幅および、Au(420)面のツイストの半値幅を示す。No.1から 3の順で結晶の配向性が低く

なっていることがわかる。以上の結果から、GaNとAuの格子ミスマッチは 4.3％であるが、Auはエピタキシ

ャル成長することがわかった。No.2 では、対称性の異なる BCC 構造の Nb を挿入することで配向性が低

下し、No.3 ではGaN表面が酸化され、対称性が乱れることでエピタキシャル成長しなかったと推測される。

また、断面 SEM観察より蒸着メタルの粒径は No.1、2、3 の順で小さくなることがわかった。次に、蒸着メタ

ル上に Au めっきを行い、表面モフォロジを比較した結果、蒸着メタルの結晶配向性が低いほど、一様で

平滑な表面モフォロジが得られた。最も配向性の高いNo.1では蒸着メタルの大きなグレインを反映して、

めっき膜が成長し、めっき表面に大きな凹凸が生じていることがわかった。 

  

図 1. φスキャンの測定結果（No.1） 

表 1. サンプル作製条件と蒸着メタルの評価結果 
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